




半導体や レーザーな ど固体光電子デバイスの発展 の歴 史において結 晶成長技術 の果 た した役割
は大きい。結晶育成において一般 に採用 され るカイ ロポー ラスや チ ョクラル スキー法な どの引き上
げ法では,融 液 を固化 させ て結晶を育成す るため,発 光イオ ンを使 って結 晶を活性化 しよ うとして
もいわゆる“偏析”が起 こ り,固液界面において発光イオ ンが凝集 し析 出 して しま う。そのために,
発光の濃度消光が起 こ り,固体素子 の性能低 下を引 き起 こす。この問題 を解決す るのは極 めて困難
であ り,全 く新 しい結晶成長法が望まれ ていた。 これ に対 して,ホ ッ トプ レスを用いた固相焼結法
による透明セ ラミックが開発 されて注 目されているが,未 だ発光イオ ンの凝集 ・析 出の問題 は解決
す るに至 っていない[1]。
最近,遠 赤外領域の光源 開発 が進み,そ の電磁波利用 を視野に入れた実用化試験が様 々な分野で
展開 され始めてい る.遠赤外電磁波 を利用 した加熱では物質全体をムラな く急速 に加熱 できるので,
発 光イオ ンが拡散 して結 晶粒界に到達す る前に緻密化 を終 えることがで きる.そ のため,結 晶粒界
で偏析 しない ように高濃度 の発光イオンを添加 できるので,単結 晶を凌駕す る発光出力 がセ ラミッ
クスシンチ レーターにおいて期待 できる[2].本研 究では,高 出力 ミリ波 ・サブ ミリ波を用いた電磁
波加熱 によ りセラ ミックシンチ レーター を作製 し,電磁波加熱の有効性 を検証す るとともに,高 い
発 光出力 と速い時間応答 を実現す るセ ラ ミックシンチ レー ターを開発す る.
2.試料の作製 と評価
第一 目標はPr3+イオ ンを高濃度 に賦活 したPr3+:LuAGの透明セラ ミックスの開発であるが,原 料
であるLu2O3が高価 なので,同 じガーネ ッ ト構 造を持 ち,既 に透 明セ ラ ミックスの作製実績のある
YAGの 透明セ ラミックスの作製 を目指す ことに した。 出発試料 となるグ リーン体の作製 は2種 類
の手順 で行った。一つは予め合成 されたYAG粉 末に焼結助剤 と結着材 を加 えてサブ ミクロン程度
まで粉砕 し,造粒,分 級 した後 に静水圧 プ レスを使 って成形体 を得る方法であ り,も う一つ はY2O3
とAl2O3のナ ノ粒子 に焼結助剤 と結着材,可 塑剤,分 散剤 を加 えて混合 し,ス リップキャス ト法に
よ り成形 体 を得 る方法 である。 こ うして得 られた グ リー ン体 を,大 気 中での脱脂(400℃)と仮焼成
(1200℃)を経て,真 空 中で本焼成(1600℃)を行 った。現時点では,得 られたセラ ミックスの相対密度
は理論密度に対 して最大で約85%であ り,透光性が現れ るよ うになってきた。 しか し,目標 とする
95%には達 していない。 これ は焼成温度が低 いためであ り,よ り高温で本焼成す ることで相対密度
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